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学会概要 

 VLSI 回路、デバイス、プロセス設計、製造技術に関する最新動向・最先端技術に関する国際会議。 
 中国各地で、隔年で開催されている。今年が第 14 回。 
 13th：2019 年重慶、12th：2017 年貴陽、11th：2015 年成都、10th：2013 年深圳、 

9th：2011 年廈門 
 テーマは、集積回路と設計手法、 CAD 技術、デバイスなど多岐にわたる。 
 

発表者の傾向 

公開されている学会プログラムから、キーノート講演を除く、招待講演・口頭発表・ポスター発表の

第一著者の所属を機械的に抽出し、所属組織・国別に整理した。図 1(a)(b)(c)に示す。図 1(a)は中国の大

学である。主催の復旦大学からの発表が一番多く、次いで寧波大学、東南大学、電子科技大学、上海交

通大学、北京大学が続く。図 1(b)は中国の企業や大学以外の研究所、図 1(c)には中国以外をまとめた。 
2 年前（ASICON2019）にも同様の抽出を行った（https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/news/pdf/2019/ASICON_report_kuwana.pdf）。

表 1 に比較を示す。感染症の影響か、中国以外からの発表集は約半分に減少している。中国の、大学以

外（企業）からの発表件数が増加している。 
 

表 1. ASICON2019 と 2021 の発表者所属組織の比較 

 総発表件数 中国の大学 中国の大学以外 中国以外 

ASICON2019 273 210 12 51 
ASICON2021 248 202 19 27 
増減数 
(2019 に対する 2021 の割合) 

-25 
(91%) 

-8 
(96%) 

+7 
(158%) 

-24 
(53%) 

 

 

余談 
今年はオンラインの開催であるため、「開催地についての感想」が何も書けなくて寂しい。何か代わり

になるものはないかと考え、「プレゼンのビデオに発表者の顔を映すか否か」を調べてみた。学会によっ

ては発表者の顔の映し方についてビデオ作成時に厳密な指示がある場合があるが ASICON2021 では特に

何も指示はなかったため、国による傾向が見えれば興味深いかと考えた次第である。しかし、中国以外の

発表件数の絶対数が少ないことや、中国国内でも所属組織等によって方針や事情が異なる可能性もあるた

め、厳密なデータとは言い難く、これにより国民性などを論じるつもりは一切ない。「開催地についての

感想」の代わり程度で流し読みして頂きたい。 
表 2 に数を、図 1(a)(b)(c)の発表件数の図に以下の色分けとしてまとめた： 
 黒色：プレゼン中ずっと顔が映っている状態 
 中間色：プレゼン開始時のみ顔が映り、プレゼン中はスライドショーのみ 
 白：顔が一度も映らない 

 
表 2. プレゼンビデオに発表者の顔を映すか否か 

 中国の大学 中国の大学以外 中国以外 

ずっと顔が映る 4 0 6 

開始時のみ 8 1 5 

映らない 190 18 16  
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図 1(a) 第一著者の所属（中国の大学） 

 

Fudan University（復旦大学） ... 63
Ningbo University（寧波大学） 13

Southeast University（東南大学） 11
University of Electronic Science and Technology of China（電子科技大学） 11

Peking University（北京大学） 10
Shanghai Jiao Tong University（上海交通大学） 9

Xidian University（⻄安電子科技大学） 7
Tongji University（同済大学） 6

Chinese Academy of Sciences（中国科学院） 5
The Hong Kong University of Science and Technology（香港科技大学） 5

Tsinghua University（清華大学） 5
National University of Defense Technology（中国⼈⺠解放軍国防科技大学） 4

University Of Science And Technology Of China（中国科学技術大学） 4
Beijing University of Technology（北京工業大学） 3

Sichuan University（四川大学） 3
Xiʼan Jiaotong-Liverpool University（⻄安交通-リバプール大学） 3
Air Force Engineering University（中国⼈⺠解放軍空軍工程大学） 2

China Nanhu Academy of Electronics and Information Technology 2
Harbin Institute of Technology（ハルビン工業大学） 2

Hefei University of Technology（合肥工業大学） 2
Jilin University（吉林大学） 2

National Yang Ming Chiao Tung University（国立陽明交通大学） 2
Southern University of Science and Technology（南方科技大学） 2

Xiʼan Jiaotong University（⻄安交通大学） 2
Beihang University（北京航空航天大学） 1

Beijing University of Chemical Technology（北京化工大学） 1
Chang Gung University（⻑庚大学） 1

Chinese University of Hong Kong（香港中文大学） 1
Chongqing University of Posts and Telecommunications（重慶郵電大学） 1

Dalian University of Technology（大連理工大学） 1
East China Normal University（華東師範大学） 1

East China University of Technology（華東理工大学） 1
Huazhong University of Science and Technology（華中科技大学） 1

National Cheng Kung University（国立成功大学） 1
National Tsing Hua University（国立清華大学） 1

National Yunlin University of Science and Technology（国立雲林科技大学） 1
Peking University Shenzhen Graduate School（北京大学深セン大学院） 1
PLA Information Engineering University（中国⼈⺠解放軍戦略⽀援部隊信息工程大学） 1

Shandong University（山東大学） 1
South China University of Technology（華南理工大学） 1

Sun Yat-sen University（中山大学） 1
The University of Hong Kong（香港大学） 1

University of Jinan（済南大学） 1
Wenzhou University（温州大学国際学院） 1

Xiangtan University（湘潭大学） 1
Yuan Ze University（元智大学） 1
Zhejiang University（浙江大学） 1

Zhengzhou University（鄭州大学） 1
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図 1(b) 第一著者の所属（中国の大学以外） 

 

 
図 1(c) 第一著者の所属（中国以外） 

 

自分の発表内容 

松田順一先生にご指導頂き、「Novel Device II」のセッションで 以下の発表をさせて頂いた。 
題目：Analysis of Switching Characteristics of Wide SOA and High Reliability 100 V N-LDMOS 

Transistor with Dual RESURF and Grounded Field Plate Structure 
著者：Anna Kuwana, Jun-ichi Matsuda and Haruo Kobayashi 
概要： 
民生用の電源等の回路に多く用いられている集積型中高耐圧（30～50V LDMOS Lateral Double 
diffused MOSFET）を車載用に展開する場合、より一層高い信頼性と広い SOA（Safe Operating Area）
が要求される。従来型 LDMOS では、ドレイン側ゲート周りでのインパクト・イオン化による電子正孔

対の発生などにより、信頼性が低下することが知られている。この問題を解決するために、2 段階の p-
埋め込み層がドリフト層を囲む新構造 LDMOSを提案し、シミュレーションの結果、良い特性を得た[1]。

Changxin Memory Technology 5
Shanghai IC R&D Center 3

Xiʼan Zhongke Lead IR-Tech Co., Ltd. 2
Archiwave Microelectronics Co 1

Beijing Institute of Spacecraft System Engineering 1
China Institute of Information Science and Technology 1

Design Center CXMT（ChangXin Memory Technologies） 1
Institute of Modern Physics 1

Nanhu Research Institute of China Electronics Technology Corporation 1
Science and Technology on Reliability Physics and Application of Electronic Component Laboratory 1

Shanghai Advanced Research Institute 1
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation 1

CNRS & UGA 1 France
Univ. Grenoble Alpes; CNRS; Grenoble INP; IMEP-LAHC 1 France

Gunma University 6 Japan
The University of Tokyo 2 Japan

Hiroshima University 1 Japan
Kyushu Institute of Technology 1 Japan

Socionext Inc 1 Japan
Tokyo Institute of Technology 1 Japan

Waseda University 1 Japan
Kookmin University 1 Korea

Engineering Product Development Singapore University of Technology and Design 1 Singapore
Nanyang Technological University 1 Singapore
Liverpool John Moores University 2 United Kingdom

University of Glasgow 1 United Kingdom
Arizona State University 1 USA

Chapman University 1 USA
Northern Illinois University 1 USA

Texas Tech University 1 USA
Vanderbilt University 1 USA

Winston Churchill Highschool, Maryland 1 USA
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今回は、シミュレーションにより負荷抵抗とゲート抵抗を変化させて、スイッチング特性を詳細に解析

した。シミュレーションには アドバンスソフト株式会社製半導体デバイス 3 次元 TCAD システム

Advance/TCAD を使用した。 
[1] J. Matsuda, A. Kuwana, J. Kojima, N. Tsukiji, and H. Kobayashi, ICSICT, (2018). 
 

 
学会プログラム（http://www.asicon.org/Data/List/PROGRAM） 

 
発表スライド表紙 

 

 
発表スライド 

 
感想：オンデマンド形式でビデオを見てくださる方に分かりやすいように、PPTX の作成、口頭での説

明の仕方などを工夫した。PPTX は、よく言われている「1 ページに 1 トピック」を特に意識した。 
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